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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年12月8日(2016.12.8)

【公開番号】特開2015-88585(P2015-88585A)
【公開日】平成27年5月7日(2015.5.7)
【年通号数】公開・登録公報2015-030
【出願番号】特願2013-225212(P2013-225212)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/822    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/768    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/522    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/532    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3205   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   27/04     　　　Ｐ
   Ｈ０１Ｌ   27/04     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   27/04     　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   21/90     　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   21/90     　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｌ   21/88     　　　Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成28年10月21日(2016.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　図２に示す平面視においては、金属抵抗素子層Ｒｍ１～Ｒｍ４は、それぞれＸ方向に延
び、Ｙ方向において相互に所定の間隙を有するように配置されている。金属抵抗素子層Ｒ
ｍ１～Ｒｍ４は、それぞれの両端部において、導電層としてのコンタクトプラグＣＰ１を
介在してタップ層Ｍｉ，Ｍａ～Ｍｃ，Ｍｏに連結されている。なお金属抵抗素子層Ｒｍ１
～Ｒｍ４（Ｒｍｎ）と電極パッドＳＰとの間には一定の間隔Ｓ１が設けられている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　図９の配線領域においては、第１の配線層Ｍ１が多層配線構造の最上層となっており、
この上層側にたとえば第２の配線層Ｍ２および第２の絶縁膜ＳＯ１３は形成されていない
。第３の絶縁膜ＳＯ１４は、配線領域においては層間絶縁膜ＳＯ１１の上面を覆うように
、金属抵抗素子領域においては金属抵抗素子層Ｒｍｎおよび第１の絶縁膜ＳＯ１２の上面
を覆うように、形成されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３１
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３１】
　再度図２７を参照して、次に第２の絶縁膜ＳＯ１３（第２の絶縁膜上層ＳＯ１３ｂ）の
上面のうち各領域の第２の配線層Ｍ２の真上の領域から、Ｚ方向に延びて第２の配線層Ｍ
２に達するように、複数のコンタクトプラグＣＰ２が形成される。具体的にはまず第２の
絶縁膜ＳＯ１３の上面のうち図３１の各領域の第２の配線層Ｍ２の真上の領域から、Ｚ方
向に延びて第２の配線層Ｍ２に達するようにコンタクトホールＶａ２が形成される。その
後、コンタクトホールＶａ２内に側底面層ＣＰ２１および内部充填層ＣＰ２２が形成され
ることにより、コンタクトプラグＣＰ２が形成される。側底面層ＣＰ２１および内部充填
層ＣＰ２２は、側底面層ＣＰ１１および内部充填層ＣＰ１２と同様の処理により形成され
てもよい。このようにして、保護用および配線用第２の配線層Ｍ２のそれぞれの上面から
、Ｚ方向に関して上側（基板ＳＵＢと反対方向）に延びるコンタクトプラグＣＰ２が形成
される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３３】
　その後、第３の配線層Ｍ３の上面を覆うように、第２の絶縁膜ＳＯ１３上に第３の絶縁
膜ＳＯ１４およびパッシベーション膜ＳＮ１１がこの順に形成される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４８】
　再度図３２を参照して、その後、第２の配線層Ｍ２の上面を覆うように、第２の絶縁膜
ＳＯ１３上に第３の絶縁膜ＳＯ１４およびパッシベーション膜ＳＮ１１がこの順に形成さ
れる。なお省略した工程の詳細については基本的に上記の各実施の形態と同様である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６１】
　再度図３５を参照して、その後、第２の配線層Ｍ２の上面を覆うように、第２の絶縁膜
ＳＯ１３上に第３の絶縁膜ＳＯ１４およびパッシベーション膜ＳＮ１１がこの順に形成さ
れる。なお省略した工程の詳細については基本的に上記の各実施の形態と同様である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４２】

【手続補正８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４３】

【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４６】

【手続補正１０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４７】

【手続補正１１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４９】
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